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Xiilasa: Mioyyon edilmisdir ki, TIGaS; vo TIGaSe; seqnetoelektrik yarimkegiricilorinds dipollar xaotik
diiziiliiso malik oldugundan injeksiya coroyani maksimal qiymoato malik olur. Nimunoalori elektrik
sahosino daxil etdikdos, dipollar tadricon saha istigamatine yonalir va injeksiya caroyani todricon azalir.
Dipollar saha istigamotinds oldugda injeksiya coroyanit minimum giymots malik olur.

Agar sozlar: yiksokmiiqavimatli kristallar, injeksiya coroyani, radiasiya defektlori, yiikdasiyicillar.

TIGaS; vo TIGaSe, monokristallari A’B3C® qrupuna daxil olan layli birlosmolors
aiddirlor. Bu monokristallar genis qadagan olunmus zonaya, kigik yiiriikliiya v o Kkristal gofos
quruluslart iso giiclii anizotropiyaya malikdirlor. Qadagan olunmus zonalarinda lokal
soviyyalorin olmast bu kristallarin fiziki xassalorino giiclii tosir edir. Lokal saviyyslorin amalo
golmasi kristallarda struktur defektlorinin olmasi ilo olagadardir. Kristallarda asqarlanma,
stialanma va s. vasitasi ilo struktur defektlori yaranir [1].

Isin mogsadi: TIGaS, vo TlGaSe, monokristallarinin volt-amper xarakteristikasina -
kvantlari ilo giialanmanin tosirini miioyyanlosdirmokdan ibaratdir.

Bu monokristallar1 yetisdirmok iigiin agsagidaki proseslor ardicilligla yerino yetirilmisdir
[2]. Sintez aparmaq tiglin ampulalar diametri 15-20 mm va uzunlugu iso 150-200 mm olan kvars
borulardan hazirlanmisdir. Ampulanin igarisine xiisusi qatisiq (1hisso oridici vo 10 hisso azot
tursusu) tokiilmiisdiir. Qatisiq bosaldildigdan sonra, ampula distillo edilmis su ilo 8-12 dofo
yuyulub, 102 mm. c. siit. tozyigindo havasi sorularaq, termostatda qurudulmusdur. Ilkin
komponent olarag, tomizlik markalar1 T1 “TJI-00”, Ga- 99,999%, kiikiird OCY- 4-16-5, Se “OCY
17-3”-don istifado edilmisdir. Kimyovi elementlor stexiometriyaya uygun olaraq, 10° qr.
doagigliklo ¢okilorak, yuyulub, qurudulmus vo igarisi bos kvars ampulaya doldurulmusdur.
Nozoro almaq lazimdir ki, bu birlogsmoalor ugucu komponentlora (S, Se) qarsi hossasdirlar.
Ampulaya doldurulmus maddslorin timumi c¢okisi ~40 qram olmusdur. Stexiometriya
pozulmasin deys xiisusi tadbirlor goriiliir. Kimyavi maddalarlo doldurulmus ampulanin havasi
10 mm. c. siit. tozyigindoe ¢ixarilmis va agzi1 lehimlonmisdir.

Prosesin normal sokildo getmoasi tiglin hazirlanmis sintez sobasi ixtiyar1 rahat vaziyyatdo
yerlosdirilmisdir. Baslangic anda igarisi madds ilo dolu ampula 3-5 sm horizontal sokilds sobaya
goyulur. Komponentlar ariyands vo sintez gedonds yaranan tozyiq ampluanin konarda galan
soyuq ucunda yigilir. Sonra ampulanin ¢6ldo galan torafi hissa-hisso sobaya daxil edilir. Eyni
zamanda ampulanin igarisindoki madds mexaniki yolla har dofs qarisdirilir. Sintez aparilan vaxt
partlayisin bas vermomasi {igiin diizgiin rejim se¢ilmalidir. Bu proseslor sintezin gedisinds xiisusi
ohomiyyat dasiyir. Sintez basa catdigdan sonra soba ilo dosoms arasinda qalan bucaq artirilir vo
temperatur birlosmoanin arima temperaturundan 10-20°S asagi salinir. 1-1,5 saat bu vaziyyatds
qalir ki, maddalor bir-birina diffuziya etsin, qarigsin vo bircinsli madds alinsin. Sonra iso
temperatur otag temperaturuna kimi 200 dor/saat siiratlo asagi salinir vo soba sondiiriiliir [2].
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Belaliklo do stexiometriyaya uygun va bircins madds alinir. Bu tisulun kémayi ils isin gedisindo
lazim olan kristallar alinmigdir. Bu tlisulun miisbat cohatlori sintez aparilan vaxt nisbaton
tohlukasizliyi, istifads olunan qurgunun sadsliyi vo alinan kristallarin bircinsliliyidir. layli tigqat
kristallarin osas xiisusiyyatlorindon biri asili olmayaraq stexiometriyanin pozulmasidir. Bu
pozuntu kiikiird vo ya selen tozsokilli olarsa ¢ox, damci sokilli olarsa az olar. Yarimkegiricilor
fizikasinin on imdo problemlarindan biri kimyavi cohotdon tomiz vo kristal strukturu kifayot
godor miikommal kristallar alinmasindan ibaratdir.

Gostarilon polikristallardan monokristallarin  yetigdirilmasi {igiin asagidaki  klassik
iisullardan olan Bricmen metodundan istifado olunmusdur. Ancaq onu geyd etmok lazimdir ki,
monokristallar yetisdirmok iiclin lazim olan biitiin lisullarda baglangic maddo kimi alinacaq
monokristallarin orintisi gotiirtliir.

Bricmen metodunda tigel orinti ilo birlikdo yavas-yavas trubkali pegin igindo
asagi(yuxari) diistir vo konteynerin i¢i pecdon Xaricdo qalir(¢ixir). Kristallasma tigelin dibinda
baslayir vo miioyyan siiratlo yuxari qalxir. Monokristal almagq ti¢iin asagidiisma siiratini segmok
lazimdir. Bricmen metodunun {stiinlityli bu tsulla iri, mitkemmal va bincins monokristallar
almaqg olur. Bu metodun qurulusu ¢ox sadadir. Bununla belo Bricmen metodunun asagidaki
catismamazligt da moévcuddur: Alinan monokristallar soyuyarkon sixilma ilo tigelin divarlar
hesabina deformasiya oluna bilar.

TIGaS; vo TlGaSez niimunalarinin rentgenografik analizi (RFA) 40kV vo 40mA-ds vo
0.5° < 20 < 100° (CuK o-usnyuenue; L = 1.5406 A) rejimindo isloyan D8-ADVANCE markali
difraktometrinds aparilmigdir. Gostarilmisdir ki, har iki kristal monoklin monoklin sinqoniyaya
uygun golir.

Alman niimunalorin elektrik xassslorini todqig etmok {igiin onlardan sendivi¢ variant
hazirlanmigdir. Kontaktlar arasinda moasafo 300mkm vo monokristallarin qalinligi iso 200mkm
olmusdur. Kontakt materiali olaraq iso giimiis pastasindan istifado olunmusdur.

TIGaSz va TIGaSe, layli monokristallar: y-kvantlari ilo siialanmanin tasiri Gyronilmisdir.
Hazirlanmis niimunslor RXUND-20000 qurgusunda y-kvantlari ilo siialandirilirlar. -
kvantlarmin orta enerjisi 1,25 MeV toskil edir. Isin gedisinden verilon siialanmanin dozasi
D,=5-10*rad toskil etmisdir.

TIGaS; vo TIGaSe; layli monokristallarinin VAX-na y-stialanmanin tosirini dyronmokdir.
Sok. 1 vo sok. 2-do 293K temperaturda Ag-TIGaS,—Ag vo Ag-TIGaSe,—Ag strukturlarinin
VAX-1 gostarilmisdir. Tacriibanin naticalaring asason siialanma dozas1 Dy = 50 krad olan 24, 48,
120, 144, 192 va 240 saatdan sonra hamon doza ils siialanmis vo stialanmamis niimunanin VAX-
1 gst-listo diigtir. Stialanmamis TlInS2 niimunasinin VAX-1 ii¢ hissodon ibaratdir: xatti (I1~V),
kvadratik (1~V?) va coroyanin koskin galxma oblastindan (I~V®).

Elektrik sahosi artdiqca, elektronlarin tutulma omsallart artir vo dorin asqar soviyyali
yarimkegiricilor {iglin monfi diferensial miigavimotli oblastda VAX N-o banzar formali olur. Bu
halda carayanin gorginlikdon asililig1 kvadratik asililig1 xarakterizo etmir vo domenlorin yaranma
prosesinds caroyanin todricon yavasimasi va diismosini gostorir. Bir ciir elektrik sahasinda bu
formali VAX-1 bir tip dorin morkozlor saxlayan, yiiksok kompensasiya olunmus GaAs
yarimkegirisinds goriinmiisdiir [3]. Domenlar yarananda 860 V/sm-da maksimum carayan sixligi
ilo minimum coarayan sixlig1 farqi Imax/Imin 8,2-ya barabar olur.
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Sok.1. Stialanmus TIGaS» monokristallarinin volt-amper xarakteristikast
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Sok.2. Stialanmig TIGaSe> monokristallarinin volt-amper xarakteristikast
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Pe3ztome: B0 BBISBICHO, YTO M3-3a XaOTHYECKOTO PACIIONOKEHHS JHUIOJCH B CETHETOAICKTPHYESCKUX
nonynpoBoanukax T1GaS; u TIGaSe,, 3HaueHHe TOKa HHKEKIIUK PAaBHO MakcHUMaiibHOMY. Ecii 00pasiipt
PasSMECTUTL B JJICKTPUYCCKOM IIOJIC, AWIIOJIW OPUCHTHPYIOTCA B HAIPABJICHUU II0JISA TOK HHXCKIHUN

IMMOCTCTICHHO YMCHBIIACTCA. Kor,ua AUIIOJIb pacrojiara€TCa B HaAIlpPaBJICHHUU II0JId, 3HAYCHUC TOKa
WHXXCKIIUU paBHO MUHHUMAJIbHOMY.

Knrouesvle crosa: KpUCTaLIbl ¢ BHICOKMM CONPOTHUBIICHUEM, TOKM WHXKCKIIMU, U3JTydaronue Je(eKThl,
HOCHTEIH 3apsiia

THE INFLUENCE OF y-RAYS ON ELECTRICAL PROPERTIES OF TlGaS2 AND
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Abstract: It was found that because of the chaotic arrangement of dipoles in ferroelectric semiconductors
TIGaS; and TIGaSe;, the value of the injection current is equal to the maximum. If the samples are placed
in an electric field, the dipoles are oriented in the direction of the field. The injection current gradually

decreases. When the dipole is placed in the direction of the field, the value of the injection current is equal
to the minimum.

Keywords: high resistance crystals, injection currents, radiating defects, charge carriers.
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